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En este segundo ejercicio presentaré algunos resultados relativos a lo que

constituye uno de los ejes del trabajo investigador que realizo y dirijo. Esto es: el
crecimiento cristalino de materiales II-VI y sus aleaciones mediante técnicas

Que planteo como alternativas a las convencionales en su aplicaciona al
crecimiento de estos materiales.

de los mismos.

Asi como la caracterizacion que nos permite profundizar en las posibilidades de
nuestros materiales ais como en la mejor prompresion de las propiedades fisicas
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Evaporacion en vacio
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Evaporacion por
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Calentamiento por induccion
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Equipo de Sputtering

VICENTE MUNOZ SANJOSE

2001-02

13




Haces de lones

Rejilla extractora
(catodo)

7
[: - .~ Hsustrato
I haz de iones ]

fuente de
icnes
(c)
/ Sustralo
O
I
(I
tuente ce Blenco
iones
(b)
Figura 12.230 Esguema de le deposicion de pelicudas por hes do foies: o Doy ovicidn direct:.

by Deposicion indirecia. o

VICENTE MUNOZ SANJOSE

2001-02

14




Deposicion por haces moleculares
MBE
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Liquid phase epitaxy
LPE

Radiation
shields

Furnace

Piatinumr
crucibie

Solutior

Substrgte

Figure 7.10 Apparatus for LPE growth of rare-carth iron garnets by horizontal dipping. Note
that the substrate is rotated to give stirring similar to that found in Czochralski systems. A review
of the process used is given by Cermak and Neviiva (1984
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Liquid phase epitaxy
LPE

Substrates

Yoo

Figure 7.11 Apparatusfor LPE growth of com
The upper diagrams give side and end elev
situation during growth. Wood and H
and Shaw (1983) gives a computer model of this process.
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Liquid Phase Epitaxy
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Chemical vapour deposition

Fuente ,
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descarga
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Figura 1225, Esquema de un sistema de crecimiento de peliculas de SLN, mediante la
réenica de CID, asistida con un plasma.
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Metal-Organic

Chemical Vapour Deposition
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Fig. 3. Low pressure MOCVD system with individual pressure control on each bubbler.
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